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(57) The invention refers to support and protection devices for objects 
shaped in disk form or a product wafer (1) as well as an associated 
separation process, whereby on the support wafer (2) a canal system is 
constructed (5) and implemented with a multitude of edges (3) to carry 
the product wafer (1) as well as a continuous opening (4) to insert a 
(HF) forced gas into the canal system (5). This process enables the 
product wafer (1) to be separated especially fast and easily from the 
support wafer (2). 
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© Verfahren zum Trennen einer Verbindung zwischen einem scheibenformigen Gegenstand und einem 
Tragerwafer 



® 



Die Erfindung betrifft eine Trage- und Schutzvorrich- 
tung fur scheibenformige Gegenstande bzw. Produktwa- 
fer (1) sowie ein dazugehoriges Trenn verfahren, wobei 
auf eine n Tragerwafer (2) ein Kanalsystem (5) zur Realisie- 
rung einer Vielzahl von Vorsprungen (3) zumTragen eines 
Produktwafers (1) sowie eine durchgehende Offnung (4) 
zum Einbringen eines Stromungsmittels (HF) in das Ka- 
nalsystem (5) ausgebildet ist. Auf diese Weise kann der 
Produktwafer (1) besonders schnell und einfach vom Tra- 
gerwafer (2) geldst werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine 
Trage- und Schutzvorrichtung fur scheibenformige Gegen- 
stande sowie ein dazugehoriges Trennverfahren und insbe- 5 
sondere auf einen Tragerwafer fur ultradiinne Produkt wafer. 
[0002] Insbesondere fur sogenannte Chipkarten und 
Smart Cards werden derzeitige Halbleiterbauelemente zu- 
nehmend auf sehr diinnen Halbleiterkorpern bzw. -wafem 
hergestellt, die beispielsweise eine Dicke < 100 um aufwei- 10 
sen. Derartige ultradiinne Wafer konnen beispielsweise mil- 
lels Wafern, die eine Dicke von ca. 500 bis 1000 um aufwei- 
sen und nach der Herstellung von jeweiligen Halbleiterbau- 
elementen diinngeschliffen werden, hergestellt werden. 
[0003] Solche ultradiinnen Produktwafer sind jedoch auf- 15 
grund ibrer mechanischen Eigenschaften sehr schwierig 
handhabbar und lassen sich nicht mit denselben Fertigungs- 
maschinen sowie Transport- und Halterungsvorrichtungen 
bearheiten, wie Halbleiterwafer mit einer herkommlichen 
Standarddicke. Deshalb miissen oftmals eigens fur ultra- 20 
dunne Produktwafer modifizierte Fertigungsmaschinen und 
Transportvorrichtungen hergestellt werden, die fur spezielle 
Waferkassetten ausgelegt und die eigens fur ultradiinne Wa- 
fer konstruiert sind, ublicherweise manuell zu bedienende 
Greifervorrichtungen zur Bestuckung der Fertigungsma- 25 
schinen aufwei sen. 

[0004] Neben der Handhabung derartiger ultradiinner Pro- 
duktwafer besteht dariiber hinaus oftmals die Notwendigkeit 
einer einseitigen Bearbeitung, beispielsweise zum Nassat- 
zen von Si lizium wafem, wodurch eine heidseitig vorhan- 30 
dene Schicht (z. B. Oxidschicht) nur auf einer Seite entfernt 
werden soli. 

[0005] Eine derartige Vorrichtung zum Schutz einer Ober- 
flache wahrend der chemischen Behandlung von Silizium- 
wafern ist beispielsweise aus der Druckschrift 35 
DE 35 22 465 bekannt, wobei ein Halbleiterwafer auf eine 
tellerformige Haiterung aufgebracht und mittels Unterdruck 
an der Haiterung festgehalten wird. 

[0006] Ferner ist aus der Druckschrift EP0 871 207 ein 
Vcrfahrcn und cine Vorrichtung zum einseitigen Bcarbcitcn 40 
von scheibenfbrmigen Gegenstanden bekannt, wobei ein zu 
bearbeitender Silizium wafer auf einer Halteplatte angeord- 
net wird. Unterhalb des Silizium wafers besteht hierbei die 
Moglichkcit, ein gasfbrmiges Medium cinzulcitcn, wodurch 
der Wafer von der Halteplatte abgehoben und seine Unter- 45 
seite von beispielsweise einem an der Oberflache anliegen- 
den reaktiven Alzmedium freigehalien wird. 
[0007] Ferner werden neuerdings ultradiinne Produktwa- 
fer auf sogenannte Tragerwafer, d. h. Halbleiterwafern mit 
herkornmlicher Waferdicke, aufgebracht bzw. damit verbun- 50 
den, wodurch sie wie herkdmmliche Halbleiterwafer in vor- 
handenen Halbleiterfertigungsanlagen verarbeitet werden 
konnen und einen Schutz von einer Seite des Produktwafers 
ermogiichen. Nachteilig ist hierbei jedoch eine schwierige, 
zeitraubende und oftmals unzureichende Trennung des ul- 55 
tradunnen Produktwafers von seinem Tragerwafer. 
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine Trage- und Schutzvorrichtung fur scheibenformige Ge- 
genstande sowie ein dazugehoriges Trennverfahren zu 
schaffen, mit dem eine Trennung des Produktwafers von sei- 60 
ner Trage- und Schutzvorrichtung bzw. seinem Tragerwafer 
auf besonders schneile, zuverlassige und kostengunstige Art 
und Weise erfolgt. 

[0009] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe hinsichtlich 
der Trage- und Schutzvorrichtung durch die Merkmale des 65 
Patentanspruchs 1 und hinsichtlich des Trennverfahrens 
durch die MaBnahmen des Patentanspruchs 6 gelost. 
[0010] Insbesondere durch die Verwendung eines Trager- 



wafers mit einem Kanalsystem zur Realisierung einer Viel- 
zahl von Vorspriingen, auf denen der Produktwafer befestigt 
isu und durch Ausbildung einer durchgehenden Offhung 
zum Einbringen eines Strdmungsmittels in das Kanalsystem 
kann der Produktwafer sowohl zuverlassig geschutzt als 
auch auf besonders einfache Art und Weise von seiner 
Trage- und Schutzvorrichtung bzw. seinem Tragerwafer ge- 
trennt werden. 

[0011] Vorzugsweise ist das Strdmungsmittel ein Trenn- 
mittel (wie z. B. Flusssaure) zum Trennen des Produktwa- 
fers vom Tragerwafer oder ein Schutzmittel (wie z. B. Was- 
ser, Luft oder Stickstoff) zum Schutzen einer Oberflache des 
Produktwafers vor unbeabsichtigten Angriffen bei einer 
Halbleiterfertigung. 

[0012] Die das Kanalsystem ausbildenden Vorsprunge 
konnen beispielsweise singulare Podeste oder miteinander 
verbundene Stege darstellen, weshalb sie mit herkommli- 
chen lithografischen Verfahren und Atztechniken besonders 
einfach hergestellt werden konnen. 

[0013] Vorzugsweise ist das Kanalsystem in einem Rand- 
bereich des Tragerwafers offen, wodurch sich ein ungehin- 
derter Durchfluss des Stromungsmittels ergibt. 
[0014] Hinsichtlich des Verfahrens zum Trennen der Ver- 
bindung zwischen einem Produktwafer und einem Trager- 
wafer wird vorzugsweise ein Befullungssystem an die Off- 
nung des Kanal systems angeschlossen und anschlieBend das 
Trennmittel in das Kanalsystem zum Auflosen einer jeweili- 
gen Verbindung durchgefuhrt. Auf diese Weise kann insbe- 
sondere bei oxidischen Verbindungen eine Trennung beson- 
ders schnell und zuverlassig erfolgen. 

[0015] Vorzugsweise wird zur Vermeidung eines Zustands 
bei dem ein ultradiinner Produktwafer ohne Tragerwafer 
vorliegt ferner eine zweite Trage- und Schutzvorrichtung 
bzw. ein zweiter Tragerwafer mit dem Produktwafer ver- 
bunden und anschlieBend die Trennung durchgefuhrt. Der 
sehr empfindliche Produktwafer ist somit zu jedem Zeit- 
punkt vor mechanischer Zerstorung geschutzt 
[0016] Ferner kann ein zweites Befullungssystem an die 
Offnung des Kanalsy stems der zweiten Trage- und Schutz- 
vorrichtung bzw. des zweiten Tragerwafers angeschlossen 
werden, wobei ein Schutzmittel in das Kanalsystem einge- 
bracht wird. Auf diese Weise kann insbesondere bei einem 
Trennvorgang ein unbeabsichtigtes Ablosen des Produktwa- 
fers von dem zweiten Tragerwafer zuverlassig vcrhindcrt 
werden. Femer kann jedoch auch in herkommlichen Bear- 
beitungsschritten eine unbeabsichtigte Bearbeitung einer 
Ruckseile des Produktwafers dadurch verhindert werden. 
[0017] Vorzugsweise kann dariiber hinaus eine Rotation 
des Tragerwafers mit seinem Produktwafer wahrend dem 
Einbringen des Stromungsmittels durchgefuhrt werden, wo- 
durch ein weiterer Schutz vor einer unbeabsichtigten Ablo- 
sung der Verbindung bzw. unbeabsichtigten Bearbeitung 
realisiert wird und die Stromungseigenschaften des Stro- 
mungsmittels verbessert sind. 

[0018] In den weiteren Unteranspriichen sind weitere vor- 
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung gekennzeichnet. 
[0019] Die Erfindung wird nachstehend an Hand eines 
Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung 
naher beschrieben. 
[0020] Es zeigen: 

[0021] Fig. 1 eine vereinfachte Schnittansicht eines Tra- 
gerwafers mit Produktwafer; 

[0022] Fig. 2 eine vereinfachte Draufsicht des Tragerwa- 
fers gemaB Fig. 1 ; und 

[0023] Fig. 3 eine vereinfachte Schnittansicht eines Pro- 
duktwafers mit zwei Tragerwafern zur Veranschaulichung 
eines erfindungsgemaBen Trennverfahrens. 
[0024] Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Schnittansicht einer 
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Trage- und Schutzvorrichtung bzw. eines Tragerwafers 2 
und eines scheibenformigen Gegenstandes 1, wie er bei- 
spielsweise als ultradiinner Produktwafer bekannt ist. 
[0025] GemaB Fig. 1 wird zur vereinfachten Handhabung 
bzw. Weilerverarbeitung der ultradiinne Produktwafer 1 
Uber eine Verbindung 6 mit der Trage- und Schutzvorrich- 
tung bzw. dem Tragerwafer 2 verbunden. 
[0026] Genauer gesagt wird beispielsweise eine Fliissig- 
schicht aus Alkohol und polymerisierten so wie teilweise 
durch organische Reste substituierten Kieselsauremolekulen 
auf beispielsweise dem Produktwafer 1 ausgebildet. Vor- 
zugsweise wird ein dicker, flussiger Film mit alkoholatisch 
verdunnten, halborganischen Kieselsaureketten als Flussig- 
schicht aufgeschleudert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich 
die Fliissigschicht noch eindeutig in der fliissigen Phase am 
Produktwafer und kann in dieser Form noch keine Verbin- 
dung mil dem Tragerwafer eingehen. 

[0027] Aus diesem Grund wird zunachst ein Nieder-Tem- 
peraturschritt durchgefuhrt, bei dem die alkoholatischen L6- 
sungsmittel bzw. Mittel zum Verdiinnen oder Einstellen der 
richtigen Viskositat teilweise verdunsten. Andererseits darf 
die Tempcratur bei diesem Herstellungsschritt noch nich! so 
noch sein, dass bereits eine Vernetzung der halborganischen 
Kieselsaurepolymere eintritt. 

[0028] Insbesondere Methylsilsesquioxan in Butanol (als 
Alkohol) verdunnt ist zur Realisierung der Verbindung 6 ge- 
eignet, wenn es mit einer Drehzahl von ca. 500 U/min auf 
mindestens ein en der beiden Wafer aufgeschleudert wird 
und sodann bei ca. 75°C auf einer Heizplatte dem GroBteil 
des Butanol s Gelegenheit gegeben wird, zu verdunsten. 
[00291 In einem nachfolgenden Schritt wird der Produkt- 
wafer 1 mit dem Tragerwafer 2 in Kontakt gebracht und 
z. B. unter Einwirken einer gleichmaBigen Druckkraft zu- 
sammengefugt. Ferner wird ein Durchfuhren einer Tempe- 
raturbehandlung bei einer Mindesttemperatur von 300°C 
durchgefuhrt, um die eigentliche Verbindung 6 zu realisie- 
ren. Vorzugsweise werden die Wafer mit einem gieichfbrmi- 
gen Druck von mindestens 1000 Pascal beaufschlagt, wobei 
ein konunuieriiches Aufheizen erfolgt. Auf diese Weise er- 
halt man durch cine Vcmctzung der halborganischen Kiesel- 
saurepolymere eine mech anise h stabile und hochtempera- 
turfeste oxidische Verbindung 6, die zu einem spateren Zeit- 
punkt auf besonders einfache Weise wieder iosbar isL 
[0030] Zur Vcrbcsscrung der cinfachen und schncllcn 
Auflosung dieser Verbindung 6 besitzt der Tragerwafer 2, 
der vorzugsweise aus einem herkommlichen Siliziumhalb- 
leiterwafer mit einer Dicke von ca. 500 bis 1000 pan besteht, 
eine Vielzahl von Vorsprungen 3, die ein Kanalsystem 5 
bzw. ein Hohlraumsystem zwischen dem Tragerwafer 2 und 
dem Produktwafer 1 ausbilden. Ferner besitzt der Tragerwa- 
fer 2 vorzugsweise in seinem Zentrumsbereich eine durch- 
gehende Offnung 4 zum Einbringen eines Stromungsmittels 
in das Kanalsystem 5. 

[0031] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte Draufsicht des Tra- 
gerwafers 2 gemaB Fig. 1, wobei gleiche Bezugszeichen 
gleiche oder entsprechende Elemente bezeichnen. 
[0032] GemaB Fig. 2 werden auf dem Tragerwafer 2, der 
beispielsweise einen herkommlichen Halbleiterwafer dar- 
stellt, mittels bekannter lithografischer Verfahren Vor- 
spriinge 3 beispielsweise als rechteckige Podeste strukturiert 
und anschlieBend mittels eines herkommlichen anisotropen 
oder Nass-Atzverfahrens bearbeitet, wodurch sich das Ka- 
nalsystem 5 ergibt. Ein derartiger Tragerwafer 2 ist daher 
auf besonders einfache und kostengiinstige Weise herzustel- 
len. 

[0033] GemaB Fig. 2 sind die Vorspriinge 3 als quadrati- 
sche Podeste auf dem gesamten Halbleiterwafer ausgebil- 
det, wobei sie jedoch auch eine andere Form aufweisen kon- 



nen. Insbesondere sind auch Siege 3', wie sie in Fig. 2 durch 
eine gestrichelte Linie gekennzeichne! sind, grundsatzlich 
denkbar, wodurch sich alternative Stromungsbedingungen 
im Kanalsystem 5 einstellen lassen. 
5 [0034] Nach dem Ausbilden der Vorspriinge 3 bzw. 3' 
wird in einem weiteren lithografischen Schritt vorzugsweise 
in einem Zentrumsbereich des Tragerwafers 2 eine Offnung 
4 strukturiert und mittels eines herkommlichen anisotropen 
oder nasschernischen Atzverfahrens durch den gesamten 
10 Tragerwafer 2 freigeatzt. Ferner kann die durchgehende Off- 
nung auch mittels Laserstrahlen ausgebildet werden, wo- 
durch der zusatzliche Lithographieschriti entfallt. 
[0035] GemaB Fig. 1 erhalt man auf diese Weise fur die 
durchgehende Offnung 4 eine Anschlussoffnung zum Ein- 
15 bringen eines Stromungsmittels HF in das Kanalsystem 5 
des Tragerwafers 2 und des beispielsweise damit verbunde- 
nen Produktwafers 1. 

[0036] Der uitradunne Produktwafer 1 lasst sich somit 
wiederum durch herkommliche Halbleiterfertigungsanlagen 
20 aufgrund des daran befestigten Tragerwafers 2 handhaben 
bzw. verarbeiten, wobei er ferner verbesserte Trennmoglich- 
keiten aufweist, wie nachfolgend im einzelnen beschrieben 
wird. 

[0037] Fig. 3 zeigt eine vereinfachte Schnittansicht eines 

25 Produktwafers 1 mit einem ersten Tragerwafer 2 und einem 
zweiten Tragerwafer 10 zur Veranschaulichung eines Trenn- 
verfahrens, wobei gleiche Bezugszeichen wiederum gleiche 
oder entsprechende Elemente bezeichnen und auf eine wie- 
derholte Beschreibung nachfolgend verzichtet wird. 

30 [0038] Bei der nachfolgenden Betrachtung sei ein Pro- 
duktwafer 1 zunachst nur mit einem Tragerwafer 2 uber die 
oxidische Verbindung 6 verbunden, wobei der zweite Tra- 
gerwafer 10 vorerst nicht betrachtet wird. 
[0039] Zur Realisierung einer Trennung des Produktwa- 

35 fers 1 vom Tragerwafer 2 wird gemaB Fig. 3 zunachst ein 
Befullungssystem bestehend aus einem Anschlussstutzen 7, 
einem Anschlussrohr 8 und einem Dichtelement 9 an die 
Offnung 4 des Kanalsystems 5 angeschlossen. Das Dichtele- 
ment 9 besteht beispielsweise aus einem ORing, Anschlie- 

40 Bend wird iibcr das Rohrstuck 8 und den Anschlussstutzen 7 
ein Trennmittel HF als Stromungsmittel vorzugsweise in 
Form von Flusssaure in das Kanalsystem 5 eingebracht, wo- 
bei es im wesentlichen den gesamten Tragerwafer 2 bzw. 
den darauf befestigten Produktwafer 1 durchstromt. Da so- 

45 mit an jedem der Vorspriinge 3 ein guter Fliissigkeitsaus- 
tausch bzw. ein guter Abtransport der aufgelosten Verbin- 
dung 6 sowie eine gute Zufuhrung von frischem Trennmittel 
HF erfolgt, kann die Verbindung 6 auf besonders schneile 
und zuverlassige Art und Weise gelost werden. 

50 [0040] Dieser Trennvorgang lauft besonders schnell und 
zuverlassig ab, wenn die vorstehend beschriebene oxidische 
Verbindung 6 aus vemetzten halborganischen Kieselsaure- 
polymeren verwendet wird. 

[0041] Zur Verhinderung eines singularen Produktwafers 
55 1 kann gemaB Fig. 3 vor dem vorstehend beschriebenen Ab- 
losen bzw. Auflosen der Verbindung 6 zunachst eine zweite 
Trage- und Schutzvorrichtung bzw. ein zweiter Tragerwafer 
10 am Produktwafer 1 mittels beispielsweise dem vorste- 
hend beschriebenen Verfahren verbunden werden, wodurch 
60 eine zweite Verbindung 11 (vorzugsWeise oxidische Verbin- 
dung) ausgebildet wird. Nach dem Durchfuhren des vorste- 
hend beschriebenen Trennvorgangs zum Ablosen des Tra- 
gerwafers 2 besteht in diesem Fall wiederum ein mecha- 
nisch-stabiler Produktwafer 1 mit einem dazugehorigen Tra- 
65 gerwafer 10, der nunraehr von seiner Vorderseite VS bear- 
beitet werden kann. Auf diese Weise kann sowohl eine Vor- 
derseite VS als auch eine Riickseite RS eines ultradunnen 
Produktwafers 1 mittels herkommlicher Halbieiterferti- 
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gungsanlagen bearbeitet oder geschutzt werden. 
[0042] Zur Realisierung eines verbesserten Schutzes bei- 
spieisweise einer Ruckseite RS des Produktwafers 1 kann 
gemaB Fig. 3 nach dem Befestigen des zweiten Tragerwa- 
fers 10 uber die zweite Verbindung 11 ebenfalls ein nicht 
dargesrelltes zweites Befullungssystem an die Offnung des 
Kan alsy stems des zweiten Tragerwafers 10 angeschiossen 
werden, und anschlieBend ein Schutzniittel H 2 0 in das Ka- 
nalsystem des zweiten Tragerwafers zum Schutzen der 
zweiten Verbindung 11 eingebracht werden. Auf diese 
Weise wird zuverlassig verhindert, dass ein im Randbereich 
des ersten Tragerwafers 2 ausstromendes Trennmittel HF 
eine Ruckseite RS des Produktwafers 1 bzw. die zweite Ver- 
bindung 11 angreift. 

[0043] Femer kann ein derartiges Schutzmittel bei her- 
kommlichen Bearbeitungsprozessen zur Realisierung eines 
Schutzes der Ruckseite RS des Produktwafers 1 eingesetzt 
werden. 

[0044] Als Trennmittel HF wird vorzugsweise ein gasfor- 
miges oder flussiges, Flusssaure aufweisendes Stromungs- 
mittel verwendet. Als Schutzmittel wird beispiels weise 
Wasser, Luft und/oder Stickstoff verwendet. 
[0045] Zur weiteren Verbesserung eines Schutzes der 
Ruckseite RS des Produktwafers 1 bzw. einer unbeabsich- 
tigten Ablosung des Tragerwafers vom Produktwafer kann 25 
dariiber hinaus eine Rotation des Systems bestehend aus 
Tragerwafer 2 bzw. 10 und Produktwafer 1 sowie optional 
der dazugehorigen Befullungssysteme durchgefuhrt wer- 
den, wodurch das Stromungsmittel und insbesondere das 
Trennmittel HF weit nach auBen abgeschleudert wird und 
somit ein unbeabsichtigtes Eindringen in das Kanalsystem 
des zweiten Tragerwafers 10 zuverlassig verhindert wird. 
Dariiber hinaus kann eine derartige Rotation eine Stromung 
innerhalb des Kanalsystems 5 positiv beeinflussen, wodurch 
sich eine Verbesserung des Trenn- bzw. Schutzvorgangs er- 
gibL 

[0046] Die Erfindung wurde vorstehend an Hand von Sili- 
ziumhalbleiterwafern als Tragerwafer bzw. Produktwafer 
beschrieben. Sie ist jedoch nicht darauf beschrankt und um- 
fasst in glcichcr Wcisc alternative Matcrialicn. 



Bezugszeichenliste 



1 Produktwafer 
2, 10 Tragerwafer 
3, 3' Vorsprung 

4 Offhung 

5 Kanalsystem 

6, 11 Verbindungen 

7 Anschlussstutzen 

8 RohrsUick 

9 Dichtelement 

VS Vorderseite Produktwafer 
RS Ruckseite Produktwafer 
HF Trennmittel 
H 2 0 Schutzmittel 
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1. Trage- und Schutzvorrichtung fur scheibenformige 
Gegenstande (1) bestehend aus einem Tragerwafer (2), 
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Seite des Tra- 
gerwafers (2) ein Kanalsystem (5) zur Realisierung ei- 
ner Vielzahl von Vorsprungen (3, 3') zum Tragen des 
scheibenformigen Gegenstandes (1) und eine durchge- 65 
hende Offnung (4) zum Einbringen eines Stromungs- 
mittels (HF) in das Kanalsystem (5) ausgebildet ist. 

2. Trage- und Schutzvorrichtung nach Patentanspruch 



I, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorsprunge Stege 
(30 und/oder Podeste (3) darstellen. 

3. Trage- und Schutzvorrichtung nach Patentanspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Kanalsy- 
stem (5) in einem Randbereich des Tragerwafers (2) of- 
fen ist. 

4. Trage- und Schutzvorrichtung nach einem der Pa- 
tentanspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Offhung (4) im wesentlichen im Zentrum des Tra- 
gerwafers (2) ausgebildet ist. 

5. Trage- und Schutzvorrichtung nach einem der Pa- 
tentanspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Tragerwafer (2) aus Silizium bestehL 

6. Verfahren zum Trennen einer Verbindung zwischen 
einem scheibenformigen Gegenstand (1) und einer 
Trage- und Schutzvorrichtung gemaB einem der Pa- 
tentanspriiche 1 bis 5, mitden Schritten: 

a) Vorbereiten eines scheibenformigen Gegen- 
standes (1) und eines damit verbundenen Trager- 
wafers (2); 

b) AnschlieBen eines Befullungssystems (7, 8, 9) 
an die Offnung (4) des Kanalsystems (5) des Tra- 
gerwafers (2); und 

c) Einbringen des Trennmittels (III 7 ) in das Ka- 
nalsystem (5) zum Auflosen der Verbindung (6). 

7. Verfahren nach Patentanspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in Schritt c) eine Str6mung im gesamten 
Kanalsystem (5) erzeugt wird. 

8. Verfahren nach Patentanspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass in Schritt a) ein zweiter Trager- 
wafer (10) mit dem scheibenformigen Gegenstand (1) 
mittels einer zweiten Verbindung (11) ausgebildet 
wird. 

9. Verfahren nach Patentanspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in Schritt b) ein zweites Befullungssy- 
stem an die Offnung des Kanalsystems des zweiten 
Tragerwafers (10) angeschiossen wird; und in Schritt c) 
ein Schutzmittel (H 2 0) in das Kanalsystem des zweiten 
Tragerwafers (10) zum Schutzen der zweiten Verbin- 
dung (11) eingebracht wird. 

10. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt c) eine Rota- 
tion des Tragerwafers (2, 10) sowie des scheibenformi- 
gen Gegenstandes (1) zum Abschlcudcm von zumin- 
dest des Trennmittels (HF) durchgefuhrt wird. 

II. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 6 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung (6, 
11) eine oxidische Verbindung darstellt 

12. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 6 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, dass das Trennmittel (HF) 
Flusssaure aufweisL 

13. Verfahren nach einem der Patentanspriiche 9 bis 

12, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzmittel 
(H 2 0) Wasser, Luft und/oder Stickstoff aufweist. 

14. Trage- und Schutzvorrichtung nach einem der Pa- 
tentanspriiche 1 bis 5 oder Verfahren nach einem der 
Patentanspriiche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass der scheibenformige Gegenstand einen ultradun- 
nen Produktwafer (1) darstellt 
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